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Нелинейно-оптические свойства классических полупроводников, таких как кремний, продолжают привлекать внимание исследователей. Известно, что нелинейные эффекты четных порядков, в том числе генерация оптической второй гармоники (ВГ), в таких кристаллах запрещены ввиду центросимметричности их структуры. В то же время, наличие внешних воздействий, электростатического поля или тока, приводят к возникновению восприимчивости нечетных порядков и возрастания эффективности соответствующих нелинейных процессов. Естественно предположить, что низкочастотное (в т.ч. терагерцовое, ТГц) поле также должно приводить к появлению аналогичных эффектов, что и было продемонстрировано для ТГц полей относительно малой напряженности [1].
В данной работе приведены результаты исследования генерации оптической ВГ, индуцированной мощным ТГц излучением на поверхности монокристаллического кремния Si(111). В эксперименте в качестве накачки использовалась фемтосекундная лазерная установка (10 мДж, 70 фс, 10 Гц, 800 нм). Большая часть оптического излучения была использована для генерации ТГц импульсов в кристалле LiNbO3 методом наклонного фронта интенсивности [2]. Вторая часть направлялась через линию задержки на исследуемый образец совместно с ТГц излучением. На Рис. 1 приведена зависимость интенсивности ВГ от напряженности ТГц поля (ETHz) при одинаковой (S-) поляризации волн оптической накачки, ВГ и ТГц поля. Видно, что интенсивность ВГ увеличилась более чем на 2 порядка по величине при возрастании ТГц поля до значения ETHz(200 кВ/см. Изучение анизотропии индуцированной ВГ и зависимости эффекта от поляризации всех задействованных волн показали, что в таких мощных полях кристаллографическая структура кремния практически не проявляется, величина нелинейно-оптического отклика зависит только от ориентации плоскости поляризации ТГц излучения. Сделаны оценки величины квадратичной восприимчивости, наведенной ТГц полем. 
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Рис. 1. Зависимость интенсивности второй оптической гармоники от напряженности ТГц поля.









